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[はじめに] 

酸化ガリウム(Ga2O3)は深紫外検出器への応

用として期待されている[1]. 特に熱的に準安

定相である-Ga2O3 のバンドギャップエネル

ギーは約 5.3eVと 6つの結晶構造の中で最大で

ある[2]. 高品質な-Ga2O3 は, ミスト CVD 法

によって得られた[3]. ミスト CVD 法は, 超音

波振動子によって原料溶液を霧状にしたもの

をキャリアガスによって炉に送り込む手法で

ある. 歴史的にまだ浅いことから, 成長メカニ

ズムは完全には解明されていない. 通常, 金属

粉末の溶解の促進を目的として少量の塩酸を

使用する. ミストCVD法における In2O3の成長

では塩酸の成長への影響が確認された[4]. 従

って, ミスト CVD 法において金属粉末の溶解

に使用される塩酸の濃度は成長温度と共に重

要なパラメーターであることがわかった. 

本研究では , -Al2O3 基板上に成長した

-Ga2O3薄膜のミスト CVD 成長における塩酸

濃度と成長温度の影響を調べた. 

[実験方法] 

ミストCVD法により, (0001)-Al2O3基板上に

Ga2O3薄膜を 1 時間かけて成長させた. 出発原

料には Ga(C5H7O2)3を用いた. 出発原料に超純

水で 0.05mol/Lの濃度の溶液になるように調製

した後 , 36%の塩酸を加えて塩酸濃度を

0.10mol/Lから0.47mol/Lまで変化させた. 成長

温度は 500C, 550C, 600C と変化させた. 表

面の形状や膜厚の測定に走査電子顕微鏡

(SEM)を用いた. 

[実験結果] 

Fig. 1は, 塩酸濃度を0.10~0.47mol/L, 成長温

度を 500~600C に変化し成長した Ga2O3薄膜

の表面 SEM 像である. 塩酸濃度と成長温度の

両方が高くなるにつれて, 粒径が増加してい

ることが確認された. Fig. 2は断面 SEMで測定

した膜厚の塩酸濃度と成長温度依存性である. 

塩酸濃度の増加に伴い, 膜厚が増加している

ことが確認された.  

塩酸濃度の増加により表面マイグレーション

が促進され, 大きな粒径が観測された. 従って, 

塩酸は表面マイグレーションに寄与している

ことが示唆される. 成長温度が高くなると, 表

面での移動がさらに促進される. 
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Fig. 1. 塩酸濃度と成長温度を変化させ成長した Ga2O3

薄膜の表面 SEM像. 

Fig. 2. 膜厚の塩酸濃度と成長温度依存性. 
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